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概要

「IGT60R190D1S」は、Infineon社が2018年に発売したCoolGaN™ Normally-Off 600V GaN パワー

トランジスタで、パナソニックのX-GaN PGA26E19BA GIT（Gate-Injection-Transistor: ゲート注入

トランジスタ）と互換性があると言われています。

2015年に、InfineonとPanasonicは、Normally-Off 600V GaNパワートランジスタのデュアルソーシン

グを確立するための業務提携を発表しており、本製品はその合意に基ずく互換製品と想定されます。

この解析レポートでエルテックは、両デバイスがどの程度互換性があるかを明らかにしています。

解析結果ポイント

構造解析レポートでは Infineon 「IGT60R190D1S」の詳細を、

プロセス解析レポートでは、下記のポイントに着目し、Infineon品とPanasonic品の互換性に

ついて明らかにしています。

・チップレイアウト、トランジスタ構造、および材料

・電気特性 (Id-Vds、Ron、リーク電流および温度依存性)

レポート内容

〇構造解析レポート

・パッケージ外観、X線観察、チップ平面解析、チップ断面解析、GaN-epi層TEM-EDX分析、電気特性測定

〇プロセス解析レポート

・構造解析結果に基づく、「IGT60R190D1S」の製造プロセスフロー

・□ □ □ □ □ □ □

・Panasonic品(PGA26E19BA)との解析結果比較、互換性について (構造、材料、電気特性比較と

異なる点に注目)
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プロセス解析レポート
株式会社エルテックは、 Infineon製GaNパワートランジスタ「IGT60R190D1S」の構造解析および

プロセス解析レポートをリリースしました。
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